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SiC に B・N を高濃度にドーピングすることにより波長 580 nm の黄橙色の DAP 発光が得

られる．これを蛍光 SiC と呼ぶ．またその結晶表面に陽極酸化エッチングにより微細な孔

（ポーラス）を形成することにより DAP 発光の短波長化・高強度化により波長 460 nm の

発光が得られる．よって，これらを組み合わせる事によりブロードなスペクトルを持つ演色

性の高い白色 LED の実現が期待される[1]．しかしポーラス化は低抵抗な n 型 SiC では確立

しつつあるが，n 型 SiC に比べ高抵抗な蛍光 SiC は均一に電流を流すことが困難であるため

十分な形状と膜厚のポーラスは得られていない．本報告では陽極酸化時に負のバイアス電

圧を印加することが陽極酸化に有効であることが確認されたので発表する． 

 本実験では n 型 SiC（n=8×10 18 cm-3）と蛍光 SiC（n=2~3×10 18 cm-3）の 2 種類の試料を

用いた．本実験では図 1 に示すようなパルス電源を用いて実験を行った．1 つは従来から報

告している周期，パルス幅，ベース電圧，印加電圧がそれぞれ 50 ms，25 ms，0 V，20 V の

もの，もう 1 つはベース電圧、印加電圧がそれぞれ-5 V，10 V のものである．この電源を用

いてそれぞれの試料を 10 分間陽極酸化処理した． 

 処理後の蛍光 SiC の断面 SEM 像を図 2 に示す．パルスを変化させることにより明確な違

いが確認された．図 2(a)に示すベース電圧 0 V の電源で処理したものには結晶剥離が確認さ

れた．一方，図 2(b)に示すベース電圧-5 V の電源で処理したものには均一にポーラス結晶が

得られていることが確認された．高抵抗な蛍光 SiC では基板表面に OH⁻が帯電し，それに

より基板表面上でイオンの移動が阻害され反応が停滞してしまうためポーラス層の破壊が

おきてしまう．一方、マイナスの電圧を印加することにより基板表面上に滞留した OH⁻を

離脱させ帯電を抑制でき，均一に処理できたと考えると説明することが可能である． 
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図 1 実験に用いたパルス波形 図 2 ベース電圧(a) 0V , (b) -5V の断面 SEM 像 
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